
 مدار شکل زیر برای شبیه سازی مد نظر می باشد 

 

ولتاژ بایاس استفاده شده است . در طبقه اول از زوج تفاضلی  4طبقه می باشد. در این مدار از  4مدار تقویت کننده کورد نظر شامل 

جبران سازی نیز از دو مدار مشابه استفاده شده است. و سپس در چند طبقه بعدی مدار سورس مشترک با بار فعال استفاده شده. برای 

 در دو مقطع استفاده شده .

 

  ابتدا گره گزاری برای مدار انجام می شود .

ولت ذکر شده است.   1.8. در مقاله ولتاژ کاری نانو متر استفاده شده است  180با توجه به داده های مقاله در شبیه سازی ار تکنولوژی 

 که در مقاله در جدول زیر آمده است طول و عرض ترانزیستور می باشد برای شبیه سازی نیاز به نسبت های 

 استخراج شده.  و نسبت ها از جدول

 

 و تحلیل حالت گذرا مورد نیاز است.  acبرای شبیه سازی نقاط کار، تحلیل 

دارد و وابسته به گره ای باید نتلیست تعریف شود. که در نتلیست هر المان اختصار مخصوص خود را  hspiceبرای تعریف مدار در 

 است که به ان اتصال دارد. 

 نانو متر استفاده شده است .  180یا معمول کتابخانه  ttدر مقاله ذکر شده که از نوع 

 

 



 

 نتلیست مدار :

 

 تعریف کتابخانه و فراخوانی آن

.lib ‘mm018.l’ TT 

 

 تعریف ولتاژ های ورودی و بایاس مدار

VDD VDD gnd 1.8 

 

vin- vin- gnd ac=0 sin(0.9 0.1m 1k) 

vin+ vin+ gnd ac=1 sin(0.9 0.1m 1k 0 0 180) 

 

 

VB1 VB1 GND 0.6v 

VB2 VB2 GND 0.9v 

 

 

 

VB3 VB3 GND 0.6v 

VB4 VB4 GND 1.3v 

 

 تعریف ترانزیستور ها

M1 1 VIN+ 2 GND nch w=3.4u l=1.44u 

M2 A VIN- 2 GND nch w=3.4u l=1.44u 

 

M3 1 1 VDD VDD pch w=12.6u l=1.44u 

M4 A 1 VDD VDD pch w=12.6u l=1.44u 

 

M5 2 VB1 GND GND nch w=10u l=1.44u 



 

M6 C A GND GND nch w=2.4u l=1.44u  

 

M7 C VB2 VDD VDD pch w=36u l=1.44u  

   

M9 3 VB2 VDD VDD pch w=36u l=1.44u    

 

M8 3 C GND GND nch w=2.4u l=1.44u 

 

M10 VOUT VB1 GND GND nch w=6.2u l=1.44u 

 

M11 VOUT 3 VDD VDD pch w=8.2u l=1.44u 

 

 

 

 

 

 

MF1 B A 4 GND nch w=0.22u l=1.8u 

MF2 5 C 4 GND nch w=0.22u l=1.8u 

 

MF3 B VB4 VDD VDD pch w=0.36u l=1.44u 

MF4 5 VB4 VDD VDD pch w=0.36u l=1.44u 

 

MF5 4 VB3 GND GND nch w=1.22u l=0.18u 

 

MF6 E 3 6 GND nch w=0.22u l=1.8u 

MF7 7 VOUT 6 GND nch w=0.22u l=1.8u 

MF8 E VB4 VDD VDD pch w=0.36u l=1.44u 



MF9 7 VB4 VDD VDD pch w=0.36u l=1.44u 

MF10 6 VB3 GND GND nch w=1.22u l=0.18u 

 خازن های مدار 

 

COUT VOUT GND 1000P  

Cc1 C B 1P 

Cc2 3 E 1P 

 

 مدار  Acتحلیل حالت گذرا و 

.TRAN 1N 10M 

.AC DEC 101 0 1gig 

.OP 

.PROB TRAN V(VOUT) V(VIN-) 

.probe ac  vdb(a) vdb(c) vdb(3) vdb(vout)   

.END 

 

 نمایش توان مصرفی مدار :

 

     total voltage source power dissipation=  563.8719u       watts 

 

 

 

 :خروجی نقاط کار مدار 

 



 

 

 نمایش داده شده است.  cscopنمودار های خروجی مدار توسط نرم افزار 

 

 پارامتر های ترانزیستور ها :





 

 

 

 



 



 

 

 

 خروجی حالت گذرای مدار:

 stage 1ورودی تفاضلی و خروجی 



 

 

 : stage2,3,4      خروجی

 

 

 

 

 مدار : acتحلیل 

 مدار نمایش داده شده است.  dcدر زیر بر اساس هر طبقه بهره 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجی بهره و فاز مدار :

 

 

 


